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１．まえがき 

 

 筆者は，鳥取で生まれ，鳥取で育ち，鳥取県で

初等教育課程・中等教育課程・高等教育課程を過

ごした．つまり，65 歳になるまで鳥取県内以外で

生活したのは 46 歳の時の英国ケンブリッジ大学

にて文科省在外研究員として 10 カ月(310 日)だけ

だった．だから，履歴書には，「1970 年に鳥取大

学工学部電子工学科入学し，1977 年に同大学大学

院修士課程電子工学専攻を修了し，同大学工学部

の助手として着任」と記述され，40 年が経過した．

工学部報告の記事を依頼されたときに，教育，研

究やマネジメントに関して記述しようとしたが，

あまりにも煩雑なので，僅かであるが研究に関す

る成果に絞って記述することにした．よって，鳥

取大学，工学部や学科の学生や教職員の皆様が行

われる“教育”，“研究”や“学び”の活動に少し

でも参考になれば幸いである．

 

２．電子工学専攻・修了から学位取得までの研究

―「吾十有五而志干学．三十而立(吾，十ゆう五

にして学に志す．三十にして立つ．)」―電子回

路工学研究室・電子素子応用工学研究室 

 昭和 46年入学してから 4年目は卒業研究を行う

ために電子回路工学研究室に配属された．この研

究室では電気電子回路に係る勉強をさせていただ

いたが，研究は准教授の松浦興一先生を中心に行

われていた．学部 4 年と修士 2 年間はⅡ-Ⅵ族化合

物半導体の光物性に関する研究を行なった．ZnS
は蛍光材料としてブラウン管などに使用されてい

たが，電子デバイスとして使用するために不可欠

な電気伝導型(p と n 型)の制御が困難であった．つ

まり，Ⅳ族半導体の Si のようにⅢ族やⅤ族の材料

を添加することによって伝導型の制御が容易では

なかった．にもかかわらず，ZnS が研究されたの

は，青色を発する電子デバイス(発光素子)が望ま

れていたからである．結局 1977 年から 1987 年ぐ

らいまで，この研究に従事することになった．し

かしながら，この頃から鳥取大学でも「世界で最

初の」とか「学術講演会での発表」とか等の言葉

が私を研究者への道に向かわせたかもしれない．

 研究成果は，ZnS，ZnSe，ZnTe，CaTe の結晶成

長と光物性，PbSnTe 半導体レーザを用いた実験な
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どに関するものであり，客観的にみて顕著な研究

成果は ZnS や ZnSe における真性格子欠陥の光物

性に関するものである．この時期はまさに「吾十

有五而志干学．三十而立」の時期で成果というよ

りも，いかに多くのことを学ぶか，いかに先生の

良いところを吸収するかの時期なので，あまり厳

密に記述することができない．この研究に対する

姿勢は，あたかも「必ず果(はた)し遂(と)げんと

思はん事は，機嫌を言ふべからず」(徒然草・第

155 段)であり，「偽(いつは)りても賢(けん)を学

ばんを，賢といふべし．」(徒然草・第 85 段)のよ

うでした． 

 主だった研究成果は，Ⅱ-Ⅵ族化合物半導体の

ZnS や ZnSe の真性格子欠陥(陰イオン空孔)の導入

とそれらによる光物性に関するものである．陰イ

オン空孔である S(硫黄)や Se(セレン)空孔の論文

は当時の phyica status solidi(b)を中心に多数掲載

された[1-11]．この時期に真性格子欠陥の光物性に

関する研究は世界で数名であり，S や Se 空孔に関

係した発光帯や光吸収帯で世界に向けて研究成果

を公表した．また，この時期にコンピュータ制御

の分光測定装置の開発でも発表した[12,13]．

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．助教授(38 才から 52 歳までの研究成果―「四

十而不惑．五十而知天命(四十にして惑はず．五

十にして天命を知る)」―電子素子応用工学研究

室，電磁エネルギー工学研究室 

 

 助教から助教授(准教授)までは，大げさに言え

ば高等教育機関における教育と研究に全力投球で

した．教育・研究に関わる英国ケンブリッジ大学・

留学は教育や研究を振り返る機会でした．文科省

在外研究員としての職種は日本で准教授なのに，

なぜかケンブリッジ大学では客員教授でした．多

くの友人や Liang 教授を含む研究者に恵まれ，夢

のような生活を送りました．この時期に研究室の

教授の退職に伴い，電子素子応用工学研究室に助

教で異動し，ここで新しい二つの研究テーマを持

つことになりました．のんきな私でも，「昇華法に

よる ZnSe 単結晶の真性格子欠陥の光物性に関す

る研究」という題目の博士論文で博士(学術)を神

戸大学から平成元年 8 月に取得した．主査の山本

恵一先生からは「学位は取得した時が始まりで，

何をしたか」が問われるという意味の激励をいた

だきました．ともあれ，この時期では学位を取得

するには「論文博士」と「課程博士」があり，課

程博士は退職して入学する必要があり，論文博士

は６，７件の論文が必要であったようだ．私の場

合には 23 件の論文があり，そこには 6 件の酸化物

高温超伝導体に関する JJAP(日本応用物理学会論

文誌)レターが含まれていた．つまり，学位論文を

まとめながら，通常の教員の仕事しながら，酸化

物高温超伝導の研究を行い，研究成果を出してき

たことになる．おかげで，学位を取得した後の研

究は全力で，酸化物高温超伝導の研究とニューラ

ルネットワークの研究に取り組むことに何の抵抗

もなかった．余談になるが，この後に，東京大学

の教授の方(超伝導関係の研究者ではない)が鳥取

大学に来られた時，声高く，「JJAP などは論文で

はない．論文とは JAP(Journal of Applied Physics)，
APL(Applied Physics Letter)，PRL(Physical Review 
Letters), Science, Nature を示すとおっしゃってい

たのを思い出した．現在の世界中の研究者が評価

に使用しているのは，Impact-Factor(雑誌毎の評価),
Impact-Point(研究者毎の評価), Citation(引用件数)
や Read(閲読された回数)などであり，リアル・タ

イムでメールが送信されている．研究者にとって

大変な社会ですね．これ以上は言及しませんが，

私の先生の一人は 35 年間で 44 件，内訳は JAP(9),
APL(7 件), Phy.Rev.B(3 件), PRL(1 件)でした．私は

というと， 40 年間で Scientific Report (1 件 ),

図１ 中性子線照射した ZnS, ZnS0.5Se0.5, 

ZnSe の光吸収スペクトル(77K) 
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JMC(Journal of Material Chemistry)(3 件), APL(5 件), 
JAP(5 件 ), JJAP_Letter(>10 件 ), JJAP & Physica 
C(130 件)であるので，研究の質では及びませんが，

研究成果の量であれば，はるかに越えていました．

留学から帰国した時の古い話ですが，研究者の評

価は英国では質(最上位の 3 件)で，米国では質と

量で評価すると聞いたことがあります．ちなみに，

130 件以上書いた論文の JJAP & Physica C と最高

峰の Nature のインパクト・ファクタ―はそれぞれ

1.0 と 33 でした．負け惜しみを言えば，Physica C
クラスの論文を 33 件書けば，Nature を書いたこと

と同じになるのかなと考えたりもしました．

 1986 年頃は日本においても騒がしい時期であ

ったように思います．応用物理学会や電子情報通

信学会に限られるが，3 つの騒動は，(1)超伝導の

研究は金属・合金系から酸化物材料に展開したこ

と，(2) 低抵抗 p 型 ZnSe が GaAs 基板上に形成さ

れたとか，(3)ニューラルネットワークの研究が再

浮上してきたことなどである．結果として，一つ

を捨てて，二つの騒動の研究テーマを選ぶことに

なった．さらに，表面・界面分析を専門とする研

究室であったので，単結晶育成技術や低温測定の

技術は活きることになった．魔法瓶に液体窒素を

入れてはんだごてのヒータで加熱して超伝導体の

抵抗－温度特性を測定していた．

 さて，酸化物高温超伝導材料の開発とデバイス

化に関する卓越した研究成果をまとめた． 

 

3.1 Bi 系(Bi2Sr2Can-1CunOy)酸化物超伝導単結晶

の育成に関する研究[19,20] 

(1) 自 己 フ ラ ッ ク ス 法 に よ る Bi-2212 

(Bi2Sr2CaCu2Ox)単結晶育成と大型化 

電子素子応用工学研究室では，物質の表面構造

(低速電子線回折・反射型高速電子線回折)，表面

組成(オージェ電子分光法・走査型オージェ電子顕

微鏡)や化学状態分析(X 線光電子分光)などを専

門分野としていたので，単結晶が必要となる．つ

まり，単結晶では結晶粒界などの欠陥や非化学量

論組成からのずれなどの問題を考慮する必要がな

い．だから，セラミクスや多結晶などの材料では

表面分析が十分な性能を発揮することができない．

また，セラミクスによる固体反応焼成法は主に材

料開発のために行われた．一般に，酸化物超伝導

材料の形態はセラミクス，ウィスカーを含む単結

晶，テープ，厚膜や薄膜な形態で作製されてきた． 

セラミクスや薄膜の形態で行われていた研究

を進めながら，自己フラックス法による単結晶の

育成を行った．蒸気圧が低く，大気中で作製でき

る材料ばかりなので，Ⅱ-Ⅵ族化合物の単結晶育成

ほどには時間も労力もかからなかった．すぐに大

きな Bi 系超伝導単結晶を育成することができた．

これにより，多くの大学や研究機関に先駆けて表

面・界面分析を行い，鳥取大学で超伝導研究を行

なっていることが広報された．同時に，単結晶は

国内外の超伝導研究者に配布され，酸化物高温超

伝導研究の発展に貢献した． 

(2)垂直ブリッジマン法による単結晶の育成(世界

初) 

 オランダのハーグで開催された国際結晶成長学

会において化合物半導体などで使用されている垂

直ブリッジマン法を Bi 系酸化物高温超伝導材料

の単結晶育成に適用しようと考えた．それから，2

年後に実験が始まった．装置の振動を最小限に抑

制しながら長時間の結晶成長を行うので，工学部

機械実習工場の皆様に助力をいただき，装置を設

計・製作した．これは現在，米子高専・准教授の

田中博美君が行った．彼は鳥取県中部から通学し

ながら，卒業研究から博士後期課程修了するまで

6 年間，さらに鳥取大学では初めての文科省学術

研究員(フェロー)を獲得して 3 年間，SPring-8 で

仕事をした．最初は，回転がなく垂直のみで坩堝

の先端の角度を最適化したが，最初の 1 回で大型

化に成功してしまった．  

 

 

 

 

 

 

 

    
あえて，個人名を書いたのは，私は教職員の皆

様にも恵まれており，研究室に配属された学生は

図２ 垂直ブリッジマン単結晶育成装置 
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皆，優秀でかつ誰もが頑張り屋だった．だから，

本学の学生表彰者は多数いて，就職をし，社会で

も力をいかんなく発揮しているものと確信してい

る． 

(3)ウィスカー(髭状の)単結晶の成長法の高性能

化(世界初) 

 Bi 系超伝導ウィスカー単結晶は，鉄板上に溶融

した Bi 系超伝導材料を流し込み，急冷した非晶質

(ガラス状)で板状の材料を作製する．その後，大

気中あるいは酸素雰囲気中で熱処理をすることに

よってウィスカーを育成する方法が行われていた．

最初に，作製されたのは我々が実験を開始する 3

年前であった．その後に，ウィスカーでテラヘル

ツ発信及び受信のデバイスとして注目され，必要

となったとき，国内外のどの研究機関でもウィス

カーを育成することができなかった．英国留学前

の 1998 年 8 月 11 日に S 君と溶融材料を流し込む

鉄板表面を機械実習工場で行った．たったこれだ

けの作業と単結晶成長の溶融材料の組成の調整に

よって大型化が図られた．そういえば，単結晶の

育成においてもCuO結晶をBi系超伝導体と間違え

たが，今回は育成した時にガラス状の非晶質表面

が光沢を失っていたので，光学顕微鏡や SEM 写真

でウィスカーを確認した．その後は，育成条件を

最適化することによって実験に使用できるサイズ

のウィスカー育成に国内外のどの機関よりも先駆

けて成功した．その後，Al2O3を種としたウィスカ

ー育成法を開発し，従来よりも成長速度が速く，

しかも長い(大型)ウィスカーの育成に成功した．

結果として，超伝導デバイスの発展に大きく寄与

した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 超 伝 導 単 結 晶 を 用 い た 表 面 分 析

[14-18,21-24] 

Bi 系超伝導単結晶を用いて各種の表面分析を

行った．従来，超高真空とか極真空の雰囲気を準

備することは容易ではなく，それらの雰囲気が必

要不可欠な表面分析装置や薄膜成長装置を入手す

ることは高価でしかも取扱いが極めて難しい装置

であった．表面分析に関する研究に従事するよう

になって，装置を維持することも使用することに

も多くの時間と費用が必要であった．見習いで始

めた 1988 年頃では，低速電子線回折装置で表面構

造を測定するのに，1 週間近くのベーキングが必

要であり，測定を失敗すると，すべてが無となる

ことも多くあった．この時期に表面分析を専門分

野として仕事している優秀な研究者と知り合い，

物質材料研究所や産業総合研究所と共同研究を現

在も行っている． 

(1) RHEED(反射型高速電子線回折)パターンによ

る表面結晶構造の解析 

N 先生が中心で装置を管理し，実験をしていた．

Bi 系超伝導単結晶は，雲母のようにへき開性があ

り，へき開は Bi-O の二重層で容易に行われる．こ

れは Bi-O の二重層間が結合力が弱く，へき開した

最表面は Bi-O 層であり，高分解能透過型顕微鏡写

真による断面の原子像は平坦でなく，ウェーブし

ていることがわかっている．また，この頃に RHEED

パターンによる表面構造解析に関する解説書を書

いた．この分野で著名な名古屋大学の先生の指導

を受けた時，社会ではストリーク・パターンが平

坦な表面から得られると勘違いしていた．ストリ

図３ Bi 系超伝導ウィスカー結晶の SEM 写真 

図４ Bi 系超伝導ウィスカーの抵抗－温度特性 
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ークであっても，平坦な表面ではない．理想的な

平坦な表面構造からの RHEED パターンは Si(111)

面から得られるように，ストリーク状の斑点でな

ければならない．斑点がなければ，島状成長の透

過回折パターンか反射電子線照射領域よりも小さ

なサイズの単結晶であればストリーク状の回折パ

ターンとなってしまう．とはいえ，本当の単結晶

表面からのRHEEDパターンの観測はBi系超伝導単

結晶を持っているものだけが可能であった． 

(2) LEED（低速電子線回折）パターンによる表面

結晶構造の解析（世界初） 

低速電子線回折は最表面の表面結晶構造を解

析するために使用する．電子線のエネルギーが小

さいので，表面と電子線が相互作用することによ

り生じる回折パターンから表面構造を決定する．

Bi 系超伝導単結晶の測定には単結晶表面にカプ

トンテープを張り付け，テープの端を直線導入機

に巻き付けて測定チャンバー内の真空が超高真空

になったらテープを直線導入機に巻き付けて単結

晶表面をへき開する．これによって，最も清浄な

表面を得ることができる．この表面は真空中へき

開によってのみ得られ，清浄表面とは，バルク内

部の結晶構造，不純物がない及び構成元素の化学

結合状態が理想的な化学量論組成に基づくもので

あると，厳密に定義される． 

これらの予備知識で当時，日本に数台しかなか

った装置を用いて Bi 系単結晶の表面構造を観察

した．LEED パターンは，～1×5 構造で超格子構造

を持つことがわかった．LEED パターンの解析は通

常の 3 次元ではなく，2 次元構造なので簡単であ

る．1×5 構造とは，結晶表面の周期構造が a×b

軸の格子間隔に対して大きさが逆数であるが，結

晶方位は回折パターンの面内でお互いに垂直であ

る．Bi 系超伝導単結晶，特に Bi2Sr2Ca1Cu2Oy 

(Bi-2212)は真空中へき開が容易に行われるので，

理想的な試料である．しかしながら，Bi-O 層間に

金属原子が取り込まれるインターカレーションと

いう事実もあるが，これは c 軸方向の電気的特性

に影響を与える．へき開面の LEED パターンの結果

は，最表面の結晶構造分析である．しかしながら，

断面 TEM 像と違って，回折パターンが得られる表

面領域の大きさは非常に広い． 

Bi系超伝導単結晶のLEEDパターンの結果から，

多く単結晶表面はシングルドメインであるが，一

部にはダブルドメインによるパターンが観察され

た．これは，同じ表面に ab 軸が垂直な二つのドメ

インが存在することを意味している．また，単結

晶表面は c 軸に垂直な ab 面が観察されるが，1×5

構造の長周期構造を持ち，しかも整数の 5 ではな

く，5 に近い変調構造(波型)を有することが明ら

かになった．我々は，高分解能 TEM 測定すること

なく，最表面が波型であることを観測できたこと

になる． 

(3) XPS（X 線光電子分光法）による化学状態分析

（日本トップ 3） 

XPS 研究に関わった頃は日本でも安価な装置が

市販されている状況であり，鳥取大学でも

ESCA750 装置を所有していた．XPS 装置は表面組成

分析と表面に存在する構成元素の化学結合状態を

分析できる唯一の表面分析装置であるが，利用方

法は極めて難しい．なぜなら，材料を大気中に放

置すると，表面に化学あるいは物理吸着する不純

物(酸素や炭素を含む)によって，真の表面の構成

元素の化学結合状態や表面組成が変化する．これ

を防ぐために測定装置内にある Ar+エッチング装

置を用いて表面の不純物を除去することができる．

一般に，単一の金属表面であれば，この手法で，

この清浄化方法として問題ないが，化合物，特に

酸化物であれば，この清浄化方法では表面組成の

定量化や構成元素の化学結合状態は厳密に求めら

れない．したがって，最初に，超伝導セラミクス

の XPS スペクトルで学会発表した時に当時の電総

研の友人(その後は私の XPS 研究の指導教員)から

コメントをいただいた．それが材料の組成を変え

ても，異なる価数の不純物を入れても価数変化が

観測できないとかの問題が生じる．Bi 系超伝導材

料の Cu の価数は試料の超伝導特性に影響を与え

るので，Cu 価数を正確に決める必要があった． 

Bi 系超伝導単結晶は，いつでも真空中へき開と

近い表面状態で表面分析が可能であり，大気中放

置による表面劣化や生成される化合物まで明らか

にすることができた．さらに，単結晶と金属の界

面分析結果と電気的特性の関係についても研究を

行った．また，Bi2Sr2Cu1Oy (Bi-2201)超伝導単結

晶も容易に育成され，超伝導特性と Cu 金属の化学

結合状態分析との関係を明らかにした． 

さらに，SPring-8 の建設に加わることになった．

図 5は，高分解能 X 線光電子分光装置(ULVAC-PHI，
SPring-8 BL15 NIMS）を示している．また，図 6
は，Bi 系ウィスカーと単結晶の XPS 測定結果を

示している．図に示されるように，明らかに両方

の試料で Ca_2p コアレベルからの XPS スペクトル

が異なっていることがわかる．この違いが Bi 系ウ

ィスカーの抵抗-温度特性や高臨界電流密度(Jc)に
関係することを田中博美・博士が発見した．
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(4)HR-TEM（高分解能透過型電子顕微鏡）による原

子レベル結晶構造解析（世界初） 

 物質材料研究所に世界一の分解能を持つ透過型

電子顕微鏡があるが，共同研究により Bi-2212 単

結晶の原子像を観察した．これ以降に，鳥取大学

でも HR-TEM が購入され，Bi 系ウィスカー単結晶

を用いた原子像の観察に成功した．しかしながら，

Bi 系ウィスカー単結晶は，Bi-2212 相からの X 線

回折パターンを示すが，抵抗-温度特性は Bi-2223 

相が支配的な結果となった．しかも，ウィスカー

の臨界電流密度は単結晶よりも大きく，ウィスカ

ー内部にピン止め中心となる不完全性が存在する

となることを確認した．また，XPS 研究は，Bi-2212

単結晶と Bi 系ウィスカーの Sr：Ca の組成比が異

なることが明確にされ，これが臨界電流密度の向

上に寄与することを示した． 

 

 

 

 

 

 

 

４．教授(52 才から 65 歳までの研究成果―「五十

而知天命．六十而耳順．七十而従心所欲．不踰矩 

(五十にして天命を知る．六十にして耳(みみ)従

ふ．七十にして心の欲するところに従へども矩

（のり）を踰(こ)えず)」―電子物理工学研究室，

電磁エネルギー応用工学研究室 

4.1 ウィスカー単結晶を用いた酸化物高温超伝

導 IJJ(真性ジョセフソン接合)デバイスの開発と

特性の観測 [79] 

 Bi 系ウィスカー単結晶の育成に成功し，東北大

学・山下 努・教授に送った．この頃は，東北大

学と共同研究をしており，50 万円程度の消耗品を

購入することができ，1 年に 3-4 回は東北大学に

図５ 高分解能 X 線光電子分光装置

(ULVAC-PHI，SPring-8 BL15 NIMS）

図７  Bi 系 超 伝導 ウィス カー の

HR-TEM 画像(原子像)

図６ Bi 系単結晶とウィスカーの

XPS スペクトル
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出張した．山下研究室にはデバイス製作や特性を

評価する多くの装置や機器があり，すぐにウィス

カー単結晶でデバイスを製作し，学会発表した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIB による Bi 系ウィスカーの加工例 

 

 

 

 

図８ (a)3D-FIB で製作された IJJ の I-V 特性と

(b)拡大された結果 (in-plane area of 0.9 μ

m2)[79] 

 

 

 

図９ (a)3D-FIB で製作された IJJ の I-V 特性と

(b)拡大された結果 (in-plane area of 0.6μm2) 

[79] 

 

 

 

 

文科省在外研究員で留学する前にウィスカーを育

成に成功して 10 カ月の英国留学を終え，帰国した

時には，修士の S 君は超伝導デバイスに使用でき

る十分な大きさと特性を有するウィスカーを作製

していた．以後，ウィスカーの育成の改良やデバ

イス製作に関する研究で大きな成果を挙げること

になった． 

 

4.2 Bi 系酸化物高温超伝導単結晶を用いた抵抗

変化型メモリ(ReRAM)の開発とスイッチング機構

の解明 

 Pt/Bi-2212 単結晶/Au 構造の抵抗変化型メモリ

ー(ReRAM)を製作して I-V 特性を測定した．これま

でに ReRAM のスイッチング機構のモデルは NiO 薄

膜型のフィラメントによるモデルと SrTiO3 単結

晶によるモデルが提唱されていた．後者の単結晶

型モデルは低抵抗酸化物であれば，例えば Ga をヘ

ビードープした ZnO や Nb をドープした SrTiO3等

が報告されていた．Bi 系超伝導体の抵抗は酸素量

によって制御される． 

図 10 は Pt/Bi-2212 単結晶/Au 構造の初期状態，

低抵抗状態と高抵抗状態の概念図を，図 11 は本構

造の電流－電圧(I-V)特性を示している．作製した

ままの構造の I-V 特性は，メモリーのスイッチン

グ特性を示さなかった．水素処理すると，Pt 上部

電極から Bi 系超伝導単結晶に H2が拡散すること

によって，酸素還元状態の分布が形成される．Bi

系単結晶がまた，ReRAM のスイッチング機構の解

明に役立つことになった． 

 

 

 

図１０ 水素処理した Pt/Bi-2212単結晶/Au構造 
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図１１ Pt/Bi-2212 単結晶/Au 構造の電流－電圧

特性 

 

 

 

 

 

4.3 酸化物エレクトロニクス(フレキシィブ透

明 ReRAM の開発，ソフトコンタクト ReRAM，イオ

ン液体を用いたメモリなど)に関する研究 

この研究分野では，木下健太郎・准教授が中心

で行われた．図 12 は，(a)AFM のカンチレバーの

チップ上に製作された ReRAM 構造と(b)低いワイ

ーヤ容量と高抵抗でセットライン及び低抵抗でリ

セット・ラインを示している． 

 

 

図１２ (a)AFM のカンチレバーのチップ上に製

作された ReRAM 構造と(b)低いワイーヤ容量と高

抵抗でセットライン及び低抵抗でリセット・ライ

ン 

 

 

 

これらのソフトコンタクトの研究成果は，

APL(Applied Physics Letters)に加えて，第 1 原

理計算の結果と共に Scientific Reports(インパ

クト・ファクタ 5.6)に掲載された．これには，応

用数理工学科の教員の皆様にご支援いただきまし

た(電気情報系学科と機械物理系学科の融合)．フ

レキシィブ透明メモリは企業との共同研究であっ

た(企業との先端技術の融合)．さらに，コンタク

ト・ブリッジメモリにイオン液体を用いた世界で

最初のメモリは工学部附属グリーンケミストリ・

センターとの先端技術の融合で成しえた快挙であ

り，JMC(Journal of Material Chemistry : イン

パクト・ファクタ 4.8)の雑誌に 3件掲載された(電

気情報系学科と化学・バイオ系学科)． 

高等教育機関における今後の研究は，工学部・

工学研究科である以上，現在あるいは未来の社会

で役立ってこその学部・研究科であると考えてい

る．このためには，一つの専門分野ではなく，多

くの先端技術が融合して研究成果をできるだけ早

く社会に役立つようにすることであると考えてい

る． 

最後になりましたが，研究成果を書いていくと，

学生，学内外の研究者が思い出され，筆が進みま

せんでした．同時に，時間の制限から残り 200 件

程の論文，査読付プロシーディングス，研究報告，

著書などが記載できなかったことをご了承くださ

い． 

 

 

５. 工学部における教育活動および管理運営 

 

JABEE(日本技術者教育認定機構)[112]の認定学

科(日本で電気電子工学分野４番目)となり，他の

学科(土木工学科を除く)に啓蒙の活動した．結果

として，8 学科中 6 学科まで JABEE 認定学科とな

った．また，学科の教授と保護者会及び学外・学

科同窓会を開催した．同窓会は関東と関西を交互

に開催して教員と卒業生(社会人)の連携を強化す

ることができた．また，保護者会は学科から工学

部さらに大学(農学部)へと発展し，現在も行われ

ている．同窓生による講演会の実施，入学者確保

のための高校訪問や出前授業(高専や高校)などな

ど，すべてを記載する時間はない．TEDREC や

TiFREC の活動の一環として博士後期課程の学生

の財的支援，博士前期・後期課程の学生のための

海外を中心とした国際学会発表の財的支援なども

行った．TEDREC ニュースでは学会発表の報告な

ども掲載した．また，私の記憶間違いも多々ある
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かもしれません．ご容赦ください．

学会発表などは積極的に進め，学部 4 年生・博

士前期課程・博士後期課程の学生が国内学会など

で発表した件数や国内外の国際会議などで発表し

た件数は 500 件を越えている．学会発表などの経

験は，学術講演会という同じ土俵で研究者の出身

大学や略歴などが関係なく，研究結果のみが勝負

であり，プレゼンテーション能力などの鳥取大学

の人間力(知力・体力・気力・コミュニケーション

力・実践力)を育むことができる．様々に獲得した

研究費の中から，学生諸君の出張費等を捻出し，

学生の負担が殆どないようにした．結果として，

多くの表彰(学内外)を受けることができました．

 
６．おわりに 

 
 鳥取大学での教育・研究生活が終わろうとし，

その準備を始めていた 12 月中旬に私にとって“ビ

ッグ・ニュース”が飛び込んできた．1988 年に始

まった酸化物高温超伝導体の開発とデバイス化，

それに伴う各種表面分析の応用研究は，田中博

美・博士(米子高専・准教授)と元・鳥取大学の木

下健太郎・博士(現在，東京理科大学・准教授)と
彼らを結びつけた入江善博・博士(入江産業㈱社

長)によって大きな研究成果となった．  
本稿では，本学 4 年次に研究室配属されたとき

から，43 年に及ぶ研究生活を送ってきて得られた

成果を気の向くままに記録したものである．大学

に入学した時から，研究者を目指したわけではな

いので，人よりも多くの時間を要したが，多くの

ことを学ばせていただきました．結果として，高

等教育機関での長くて短い教育・研究生活を楽し

く過ごさせていただきました．得られた教育・研

究に関する成果は卒業論文，修士論文や学位論文

で得られたものであり，多くの喜怒哀楽の思い出

が昨日のことのように思い出されます． 
卒業生全員，とりわけ学部，修士，博士あるい

は社会人として関わりました皆様に心から御礼申

し上げます．そして，鳥取大学，工学部，学科の

教職員の諸先輩並びに後輩の皆様に感謝申し上げ

ます．現役の学生の皆様，教職員も皆様そして関

係者に皆様に心から御礼を申し上げます．鳥取大

学，工学部そして学科の更なる発展を確信してお

ります． 
 最後になりましたが，私の生き方の指針となっ

た言葉を記載しました．そのような生き方が十分

にできたとはと言えませんが，できないことはで

きるように生きて行きたいと思います． 

 
 
○ 「三学の教え：少にして学べば，則ち壮にし

て為すこと有り．壮にして学べば，則ち老い

て衰えず．老いて学べば，則ち死して朽ちず」

(佐藤一斉(幕末・儒学者)，”言志四録”） 

○ 「いかほど学び方よくても怠（おこた）りて

つとめざれば，功はなし．また人々の才と不

才とによりてその功いたく異なれども，才不

才は，うまれつきたることなれば，力に及び

がたし．されどたいていは，不才なるひと（つ

まり才能のないと思われるひと）といえども，

怠らずつとめだにすれば，それだけの功はあ

るものなり」(本居宣長(江戸時代・学者)，”うひ

（い）やまぶみ”) 
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